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PRINCIPIOS BASICOS DEL INVENTO

l. Campo del Invento
Este invento se refiere en general a sistemas de
nedida de carga almacenzds.
El invento se refiere ademds a estructuras semi=-

conductoras integradas monoliticas que tienen conjuntos de

" elementos de memoriaz en las mismas pera sefiales digitales

¥y medios asociados con las mismas para lectura de las sew
flales almacensdas.
2, Descripeion de la Técnica Anterior

Han side utilizades en conjuntos de elementos para
proporcionar aptitudes logicas y de almacenaniento, dispo-
gitives semiconducteres tales come el bien conocido FET o
transistor de efecto de campo. Tales conjdntes incluyen pri-
meros y segundos juegos de conductores eléctrices con los
dispesitivos que presentan propiedades de menoriz conecta-—
des @ los mismes. El primer juego de conductores se conoce
como lineas de palabra y el segundo juego de conductores
se conoce como lineas de bitio Y los dispositivos que pre-
sentan propiededes de memoria estan consctados a cada uno

de los juegos de lineas en puntes de cruce seleccionadoes.

‘Puede imgginsrse cada dispositivo en tal punto de cruce co-

mo una situacion de bitie representando el estade del dis-

pesitive situado en un punte de cruce seleccionade, en len-
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guaje binario, bien un "1" o bien un "O%, dependiendo de
la carga almacenada en el dispositive. Puede ser escrite

0 almacenado un bitio particular en un disposiivo parti-
cular zplicandc simultaneamente una tensidén sobre une de
las lineas de cada juego de conductores. La lecturs de la
informacion almacenada puede realizarse aplicando una ten-
gion sobre ambos Jjueges de conductores y detectando una
respuesta scbre una de las lineas.

Sen también conocides circuites para transfcrir
carga desde un condensador a un segunde condensader.

La Patente Norteamericana 3.414.807 expone un vol=-
timetre digitel que utiliza el método de descarger un gran
condensador en escaloenes en un pequeiio condensador a fin
de medir la relacidn de dos potencisles. Inicialmente, el

condensador mayoer es cargade @ un petencisl desconocide y

" el segundo condensador mas pequetio es entonces conectades

glternativamente enire los extremos éel primer condensador
¥ eg pueste en certecircuits repetidamente hasta que el po~
tencial del primer condensador hs disminuido hasta hacerse
igual a un potencial de referencia especificazde. 7
La Patente Norteamericana 3.526.783 muestra un gis-
tema de puerts de fases multiples, que comprende primeres
nedios de puerta para cargar el condensader de salida ¥y la
capacidad inherente de un circuite lsgico de dos termina-

les durante una sefial de relej recurrente. De este modo,
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cada vez que los medios de puerta son aplicados g la C&pa~
cidad de salida, la salida es ajustada incondicienalmente
a2 un valor_especifico ¥y el circuito légico €8 Irecargado
para evitar la divisidn de carga.

La Patente Norteamericana 3.543.046 muestra una
técnica de medids de capacidad por la cual puede ser pedi-
de una capacidad relativa de un primer condensader dispo=-
niende un segunde condensador de referencis ¥y un connmutador
que cerga ciclicamente Yy descarga los des condensadores a
un ritmo predeterminade para proporcionar dos corrientes
que pueden ser sumadas algebraicamente y comparadas para
indicar la diferencia relativa entre las dos capacidades.

RESUMEN DEL INVENTO

Un ocbjeto del invente es crear un circuito perfec-
cionado pera la medids de una carga cazpacitive almacengda.

Es también un objete del invente crear un métede
de nueva concepcién de transferencia y medida de una carga
almacenada independientemente de cualquier tipo de capaci-~
dedes asociadas con la 1inea de transferencis que es por-
tadera de la carga desde la posicion de almacensmiento g
la pesicion de medida.

Ain etre objeteo del in#ento es crear un dispositi-
vo de medida de celda de memoria semiconductera que puede
ser fabricsdo facilmente y es compatible con las tecnolo-

glas y técnicas actuales de circuites integrades de estado



10

15

20

3.11.72

solide.

Un ebjete adicional del invento es crear un cir-
cuite que puede ger utilizado para medir laz presencia o
ausencid de csrga en un cuerpo semiconductor sin influir
0 sumar error a la mediciodn.

Es aun un objeto adicional del invente crear un
circuito que puede ser utilizado para transferir y ampli-
ficar cargas fuera de un conjunte de elementos gsemiconduc-
tores, cuyas cargas representan bitios binarios de infor-
macion.

Estes y otres objetes del presente invento, =on
realizedos en particular en un circuite pare transferir
una carga almacenada desée un conidensader de almacenamien—
to a un dispositivo de mediéa por intermedio de una linea
de transferencia que tiene grandss capacidsdes pardsitas
asocigdas con la misma. El circuite lleva a términe este
fin estableciendo un nivel de tensidén de referencis sobre
la linea de transferencia para precargar una capacidad aso-
ciada con la 1inea pare eviter la degradacidn de la carga
almacenada en la linea durante su transferencia, poer inter-
medio de la linea al dispositivo de medida. E1 circuito
transfiere de este mode cargas almacenadas en un condensa-
dor de almacensmiente fuers del condensador de almgcenag-
miente a un detector, con pérdidas despreciables indepen-

dienteménte de la magnitud de cualquier capacidad que pue-
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da estar asociada con la linea de transferencia.
Los precedentes y otres objetes, caracteristicas

y ventajas del invente se pendran ée manifieste por le si-’

guiente descripeidn particular méds detallada de una reali-

zacion preferida del invento como se ilustra en los dibu-

jos que se acompafian.

f DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

!

f La Figura 1 ilustra el invento como aparecceria cuan-
do fueée utilizado con una unica celda semiconductora de
slmacenamiento;

Ls Figurs 2 es una vista en corte transversal del
dispesitive de la Figura 1, temada a lo large de las lineas
2-2;

La Figure 3 ilustra esquematicamente el circuite
equivalente del presente invente; y

Ia Figura 4 ilustra leos impulses de tensién aplica-
dos al circuito del presente invento para escribir interma-
cion binarie en la celds de memoriz de la Figura 1 y extrzer
informacion binaris de la misma por lectura.

DESCRIPCION IE LA REALIZACION FREFERIDA

Cen referencia ahora a los dibujos, y mas particu-

larmente a las Figuras 1 y 2, se describirdén con detalle

"los principios de los conceptes inventives del presente in-

’ N . « ?
vento como estan contenidos en una realizacion.

Solemente para fines de ilustrascion, las Figures
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1l y 2 representan vistas diferentes de un dnice Transistor
10 de Efecto de Campo (FET) semiconductor, que actla como
celda de memorias, acoplado & circuites operaci uales tales
cemo un excitador 12 de palabra, un excitador 13 ée bitio,
un sistema 14 de transferencia de carga gue realiza el pre-
sente invento y un amplificador 15 perceptor de bitio.

La celda 10 esta Iormsda preferiblemente por un
cuerpo 16 de materisl semiconductor elemental homogéneo gue
tiene un electrodo 17 de entrada obtenido por difusion y un
electrodo 18 de salida obtenidoe por difusidn, cada uno de
los cuales es de un tipo de conductividad opueste a la del
cuerpe 16, separados entre si por una regidn 19 de electro-
do de control. Solamente para fines de ilustracidn se supon-
dra que el cuerpo 16 esta formade por germanio de tipoe P,

silicio o preferiblemente un material de 1,0 a 2,0 ohmios

‘centimetro; ¥y son utilizadss impurezas de tipoe ¥ para for-

mar las zonas 17 y 18 de difusion. Recubriendo la superfi-
cle del cuerpo esta una capa 21 aislante. Ests capa 21 pue-
de estar compuesta, por ejemplo, de didxido de silicio for-
made por técnicas convencionales Yy que tiene un espesor adae
aproximadamente 8.000 Angstroms. Esta capa 21 esta modifi-
cada por métodos conocidos ¥ convenciocnales tales como ata-
que quimice y recrecimiento de oxide para cresr una abertu-
ra 22 en el oxido 21 y formar nuevamente sobre la region 17

de electrodo de entrada y la region 19 de electrodo de con-
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trol una caps 24 de ¢xido mas delgada, que tiene un egpe-

sor de alrededor de 500 Angstrows. Bs también obtenido un
erificio 23 de peso por ataque quimico a través de la capa
21 de oxide que recubre la regidn 18 de electrode ée salida.
Finalmente, es dispuesto un electrodo 25 de control
conductive sobre la delgada capa 24 de Oxido y -sobre la re-
gion 19 de electrodo de control. También es dispuesta una
1linea 26 perceptora de bitio sobre el éxido 21 a fin de es-
tablecer contacto cen la regién 18 de electrodo de salida
a través del orificio 23 de paso. El material utilizado pa-
ra tales electrodes es preferiblemente aluminio y tiene un
espesor de aproximadamente 8.000 Angstroms y puede ser for-
mado, por ejemplo, por técnicas ée evaporacion y ataque qui-

mice bien conocidas y practicadas en la técnica de semicon~

~ductores.

Son bien conecides a los familiarizades con la téc~
nica de semiconductores los diversos metodos y técnicas pa-
ra formar la capa, las depresiones, los oxides ée puerta,
los electrodos, los medios portadores y las difusiones y
cualquier descripcion especifica no debe interpretarse co-
mo limitativa, puesto que podrian ser utilizadas otras téc-
nicas.

El electrodé 25 de control estd conectado al exci-
tador 12 de palabra, mientras que la linea 26 perceptora

de bitio estz conectada, a través de un primer conmutador
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28, al excitador 13 de bitio ¥, a través del circuito 14
de transferencia de carga, =l amplificador 15 de fercep~
cion. Elvconmutader 28 es un conmutador de tres posicienes
que funciona para conectar indistintamente la linea de bi-
tio, a traves del conductor 28a, gl excitador 13 de 1{nes
de bitie o, a través del conductor 28b, a masa ¢ & une po-
sicion de circuito abierto a través del conductor 28c. De-
bido a que la region 17 de electrodo de entrada esté co-
nectada solamente a través del cuerpo 16 & masa, se crea
un condensador de almacenamiento Cy entre lsa region 17 de
difusion de electrode de entrada ¥y el cuerpo 16, que esta

pueste & mase. Esta capacidad Cy es capaz ee almacenar una

- carga conocida, cuya presencia representa un "1" en lengua-

e binarie cuys susencia representg un "0", El transis-
?

tor 10 de efecto de campo (FET) asi descrito puede ser uti-

Vlizado como celda de memoria.

La Figura 3 ilustra esquematicamente el circuite
equivalente de la celda y circuites asociados de la Figura 1.
En esta PFigura se representa el FET 10 teniendo su elecfro«
&0 17 de entrada unido, a través del condensador Cy de alma-
cenamiento, a masa, su electrodo 25 de control conectado
8l excitador 12 de palabra y su electrodo 18 dersalida co-
nectado a la 1inea 26 ée percepcioén de bitie. La 1inea 26
de percepcion de bitio esta, & su vez, conectads a traves

de una capacidad Cy de 1lines distribuida, que puecde ser
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una capacidad parasita, a masa, a través del conmutador 28
al excitador 13 de bitio y a través del circuito 14 de trans-
ferencia de carga al amplificader 15 perceptor sensible a
la tensfén. Con detalle, el circuito 14 de transferencisa
sensible a la carga comprende tres dispositives FET 30, 31
¥ 32. El electrodo 33 de entrada del FET 30 estd conectado
& la linea 26 de percepcién de bitie, mientras que su elec—
trodo 34 de salida esta conectado al electrodo 35 de entrs~
éa del FET 31, a una de las placas 36 del condensader Cq
detector, al electrodo 37 de entrada del FET 32 y al empli-
fica&orIIS de percepcion. El electrodo 38 ds salida del

FET 31 estd cenectado a su vez 2 la otra placa 39 del con-
densador Cy, a un terminal 40 de entrada y al electrodo 41
de control del FET 30, El condensador Cq detector esta ele-
gido de modo que es igual 3l cendensador Cg de almacena~

miente. E1 electrode 49 de contrel del FET 31 estd conec—

Vtado, a su vez, a2 un terminal 42 de entrada. El electrodo

43 de salida y el electrodo 44 de control del FET 32 estan
unides entre si y a un terminal 45 de entrada.

En tales dispositives FET el tamafie del condensg-
dor Cg esta relacionade directamente con el tamaﬁo del elec-
trodo 17 de entrada y es aproximadamente de 77,5 picefara~
dies por milimetro cumdrade. De este modo, con las técni-
cas acfuales de circultes integrades, C_ es normglmente

S
bastante pequefio; por ejemplo, considerablemente menor que

- 10 -
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0,1 picefaradios. El condensador Cy de linea distribuida
asociado con la linea 26 de percepcion de bitie es, por el
centrarie, bastante grande y puede estar cempr..ndide entre
un picefaradic y mas de 10 picofaradics dependiendo del ta—
mafio del conjunte de elementoes, etc.

Debido a que la capacidad.C, de almacenamiente es
bastante pequefia y la capacidad Cp, de linea distribuida es
bastante grande, es &iffcil detectar la diferencia entre
un "O" almacenzdo y un "1" almecenado, 2 no ser que la re-
lacion (1llamada K) de la capacidad Cp de la linea de percep-
cidén de bitie y la capecidad Cs de almacenamiente sea peque-
Ha.

Les circuites tipicos llamades de blequeo, ahora
utilizados para aetectar cargas almacenadss en tales celdas
de memoria de FET, estan limitados a un valer de K compren-
dido entre seis y ocho con una separacion de tension de sa-
lida (incluyendo el ruido) entre un “1" y un "O" que es mu-
cho menor que un voltio; (por ejenplo alrededor de 300 mi-
livoltices). Ia razdén de este mal funcienamiente por parte
de los circuites de bleoquee actuslmente utilizados es que
sen incapaces de eliminar o disminuir el efecto de capaci-
dades de 1linea distribuida de cualquier tipe come lo hace
¢l presente invento.

A causa de que el circuite dé trahsferencia de car-

ga del presente invento ne transfiere selamente en su in-

-1l -
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tegridad lza carga almacenads fuers del fispogitive a un
condensador de deteccitn, disminuye tante el efecto de la
capacidad de linea que pueden ser shors utilizados valo-
res de K de aproximadamente 100. Esto significa que los
conjuntos que utilizan el presente invente pueden tener
mas bitios por 1inea de percepcion de bitie. Alternstiva-

mente, la capacidad de memoria de 1g celda de memoria pue-

‘de. ser reducida lo que significa que pueden ser utilizadas

celdaslmés pequefias y lograrse una densidagd aumentada.

51 ss hace ahora referencis simultanesmente & las
Figuras 3 y 4, se describird con detalle el funcionamiento
del invento. Come se ha indicado antes, la Figurs 3 ilustra
el invento esquematicamente mientrag que la Figura 4 muss-
tra la peuta de impulsos de tensidn requerida pars escribir
informacion binariz en la celdz o para extrser por lecturs
la infermacidn de la celda.

Cuénde Va a ser escrito un "1" en la celda de menmg-
ria, el conmutador 28 ests conectado al excitador 13 de bi-
tie y la linea 26 perceptora de bitio tiene aplicado un
impulso 51 de tensidn positiva por ejemple de alrededer de
diez voltios, generado por el excitador 13 de bitie. Simul-
téneamente, el electrode 25 de control estd tambien excita~
do a tension positiva Por un impulsoc 52 de tension positi-
V& procedente del excitador 12 de palabra. Este impulse 52

debe ser lo bastante grande para exceder la tension de um~

- 12 -
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bral del FET 10, a fin de hacer entrar en conduccion al
FET 10. Un impulse de aproximademente 12 voltiocs seria su-
ficiente para sobrepasar la tensidn de umbrel. “usnde el
FET 10 entra en conduccion, las regiones 17 y 18 de difu-
8ion estan conectadas eléctricamente entre si haciendo que
la region 18 de difusion quede polarizada al nivel de la
region 17 de difusion, es decir al nivel de la 1linea 26 de
percepcidn de bitio. De este medo, el condensader €, al~
macenars una cargs indicative de una sefizal "1". Para ase-
gurar que la carga almacenada queda en el condensador Cs,
es necesario que el impulso 52 de palabra se interrumpa an~
tes de que finalice el impulso 51 de bitie. Esto desconec~
ta electricamente las regiones 17 y 18 de- difusion hacien-
é¢o que la regidn 17 de difusion quede fijada al nivel de
carga al cual fue sctivada.

La lectura del estgde de la celda de memoria, e
sea el estade del condensader Cy, se realiza mediante la
siguiente secuencia. En el instante T, la 1inea 26 de per-
cepcidn de bitic estd conectada a la pesicion 28c de cir-
cuite abierte del conmutador 28 y son aplicadoes a los ter-
minales 40 y 42 respectivamente, del circuito 14 de trans-
ferencia de carga, impulses 53 ¥y 54 de tension pesitiva de
g1 y ﬁz, respectivamente, siendo el impulte 53 de aprexima-
damente 10 voltiocs y siendo el impulée 54'de apreximadg-

mente 12 voltiocs precedentes de las fuentes de alimentacion

-13 -
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de corriente continua conmutables (ne revrrssentadas). El
impulse 53 es asi aplicade al electrodo 41 de control del
FET 30 haciéndole entrar en conduccidn conectamic el con-
densador Cy a la linea 26 de percepcidn de bitio. El im-
pulso 54 es aplicade simultaneamente al electrodo 49 de .
control del FET 31 haciéndele entrar en conduceidn y conec-
tando as{ la linea 26 de percepcidn de bitie al terminal
40, De este modo, fluye corriente desde la fuente de gli-
mentacidn de corriente continua conectada 21 terminal 40

8 través de los FETs 31 y 30 a la 1inea 26 de percepeion

de bitie para cargar la capacidad Cr, de lines a una tensién
VR de referencia, que es una tension suficiente para pola-
rizar el electrodo 33 de entrada-del FET 30 a su nivel de
corte dejando de conducir el FET 30. De este mode, la car-

ga establecida sobre el condensador Cy es igual al impul-

50 §2 menos le tensidén de umbral del FET 30. Una vez que

esta cargade el condensador CL’ se interrumpen los impul-
ses 53 y 54 en el instante T,. Después que han desapare-
cido los impulses 53 y 54, es aplicade ahors un tercer im-
pulse 55 de U3, de aproximadamente 10 voltios, al terminel
45 para hacer conducir al FET 32 haciendo que se cargue el
condensador Cd hasta el nivel de tensidn del impulse 55
menos la tension de umbral del FET 32, Esto significa que
1ss tensiones aplicadas al condensadér CL v Cd son aproxi-

madamente de valeres iguales.

- 14 -
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Cuande termina el ihpulso 55 en el instsnte T3, el.
excitador de palabra aplica un impulse 56 positive al clec~-
trodo 25 de control del FET 10 cenectandeo el condensador
Cy de almacenamiento a la capacidad Cp de linea distribui-
da, le que permite que las tensiones de estes dos condensae~—
dores se igualen y se cargue el condensador CS, mucho mas
pequefio, hacia la tension Vy establecida sobre la capaci-
dad Cp de linea, mucho mas grande.

Normalmente, la tension del condensader Cs cuando
esta almacenando un "1" es aproximsdamente de 7 voltioes,
pero en las condiciones mas desfavorables, debido a fugas,
etc, el condensador Cs no tendrd sino 3 voltios almacena~
dos sobre el misme cuando esta almacenande un "1". Para las
condiciones de carge descrites, la capacidad Cp de linea
tendrd aproximademente una tensidn de 9 voltios almacenada
en la misma.

Esto significa que cuando el FET 10 entra en con~
duccién y los condensadores Cy ¥ Cp, sen cenectados en pa-
ralelo, el condensader CL se descarga a algun nivel por de-
bajo de 9 voltios. '

En el instante T4 se interrumpe el impulse 56 ha-
ciendo que deje de conducir el FET 10 y es aplicade un im=-
pulso 57 (#1) nuevamente al terminal 40 haciende conducir
al FET 30. Fluye ahora corriente desde el condensador C4

a través del FET 30 hasta que el condensador €y, es cargado

- 15 -
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otra vez a la tensidn Vp. Este flujo de carga es de este
modo igual en valor a la cantidad requerida para cargsr el

condensador Cs de almacenanriento hasta VR. Por consiguien-

te, cuando desaparece el impulso 57, la cantidad de carga

que gueda ghers sobre el condensador Od, cuya capacidad
fué establecida igual a la del condensador Cs de almscena-—
miento, es igual en valor a la carga original contenida en
el condensador Cs de almacenamiento. 3i en el instante T5
es leido el amplificader 15 de percepcidn, serd leido un
impulse 58 que tiene un nivel de tensién comprendido entre
dos voltios ¥y seis voltios en su salida que indica que so-
lamente se necasitd una Pequetla cantidad de carge para res-
taurar el condensador C; a su nivel Vh de tensidn de Carga.
Reciprocamente, es escrito un "O" binarie en 1g
celda conectando la linea 26 de percepcion de bitic, y de
este modo la region 17 de difusidn, a masa a través del
conmutador 28. Cuando la linea 26 de percepcién de bitio
esta asi{ conectada a masa, es aplicado un impulso 50 de
tension positiva superior a la tensidn de umbral (por ejem—
Plo de 12 voltios) al electrodo 25 de control del FET 10.
por el excitader 12 de palabra haciendo conducir al FET 10.
Cuando el FET 10 es asi llevado a conduceidn, la regidn 17
de difusion queda conectada s la regifn 18 de difusidn man-—
tenida él potencial de masa por la linea 26 de percepeidn

de bitio puesta a masa. De este mode la region 17 de difu-

- 16 -
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si6n es llevada también al potencial de masa.

Esto da lugar a gue se descargue el condensador CS.
Una vez que el condensador C_ estd asi descargado, la ten-
sion del electrodo 25 de control del FET 10 cae por debajo
de la tensién de umbral y el FET 10 deja de conducir man~
teniendo al condensador CS en un estado de ausencla de car-
£a, habiendo sido asi almacenado un cero en el dispositivo.

' Para leer tal "O" almacenads en el condensador C_,
ge sigue el mismo procedimiento que se siguio para leer un
1" aglmecenado en el dispositive. O sea, en el instante Tl
son aplicades a los terminales 40 y 42, respectivamente,
del circuite 14 de transfercnc;a de carga impulsos 53.1
(10 voltios) y 54.1 (12 volties) de tension positiva de
g1y g2, respectivamente, haciendo entrar en conduccion a
los FETs 30 y 31 para conectar la 1linea de percepcion de
bitio al terminal 40, de mode que fluird corriente a la 1i-
nesg de percepcién de bitio para cargar el icondensador Cy
de 1f{nea. Otra vez el condensador Cp se cargs a la tension
VR de refsrencia y el FET 30 deja de conducir. Cuando el
condensador Cp, ests asi cargado, se interrumpen los impul-
sos 53.1 y 54.1 y es aplicado un tercer impulse 55.1 (10
voltios) desde @3 al terminal 45 para hacer conducir al
FET 30 haciendo que el condensador C4 se cargue hesta-el
nivel Vp de tensidn. Después que finaliza el impulso 55.1,

el excitador de linea de palabra aplica un impulso 56.1 po-

-17 =
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sitivo (12 voltios) al electrodo 25 &e contrel del FET 10
que conecta el condensador Cs de almacenamiento a la capa-
cidad Cyp de linea distribuida para permitir gue se igualen
las tensiones presentes sobre las des capacidades. Puesto
que en este caso el condensador Cs estd en un estado de
ausencis de carga, se hara que fluya una transferenciz im-
pqrtanté de carga desde la capacidad CL de linea distribui-
da al condensador Cs de almacenamiente que hace que la ten-
sion del condensador Cs de almacenamiento suba hacia la
tension VR impuesta sebre la capacidad Cp de lfnea distri-
buida. Una vez que tiene lugar la igualacion de tensidn en-
tre los dos condensadores Ca vy CL’ el impulse procedente

de la 1linea de palabra cesa y ¢1 FET 10 queda al corte.

En este instante es aplicado ahora un impulse 57.1 (10 vol-
tios) de fase 1 oira vez al terminal 40 haciendo conducir
al FET para conectar la capacidad Cd’ anteriormente carga-
da, a le capacidad Cp de tension igualada. Una cantidad
importante de carga fluira ashoras desde el condensador Cd

a traves del FET 30 hasta que el condensador Oy, esté otra
vez cargado a la tension VR. El fluje de carga es en este
caso nuevamente igual a la cantidad requerida para cargar
el condensador Cs de almecenamiento a la tensidn Vi De
este modo, en este caso, cuando finaliza el impulso 57 es
descargado Ca ¥ el amplificader 15 de percepcidn indica en

su salida una sefial 58.1 de nueve voltios que muestira que
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fué requerida una cantidad importante de carga para restou-
rar el condensador CL al nivel VR' Isto significa que el
estado original del condensader Cg correspendie a un nivel
muy baje o de ausencia de carga y que tomd unz cantidad
5 considerable de corriente del condenszdor CL indicande que
el cendensador CS de almacensmiente estaba en un estado
"Oﬂ .
La cantidad de carga asi almacenada en el conden~
sador Cs de almacenamiento ha side transferida efectiva-
10 mente al condensader Cq detector cen perdida despreciable
¥ ha sido evitado por completo el efeclo de cualquier ca-
pacidad parasita distribuide presente sobre 1a 1{inea de
transferencia. El invente enseﬁa.de este modo un nuevo me-
todo y un circuito para transferir una carge capacitiva
15 desde un condensador de almacenamiento a un condensador
detector a través de una linea de transferencia sin pérdi-
das debidas a capacidades parasitas o de fugas sobre la
1inea de transferencia.
Aunque hs sido descrito el invento en combinscion
20 con dispositives FET, puede ser tambicén realizado utili-
zando transistores bipolares.
El presente invento resuelve asi un problems con-
creto que ha estade hasta ahora sin resolver por la técni-
ca snterior y hace esto mediante la utilizacion de un nue-

25 vo circuito simple de fabricacion y funcionzmiento sencillos.
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Ademas, el presente invento resliza esta transfe-
rencia de un modo eficaz y es facilmente mane jable por
cualquier experte en la técnica. 7

Aun adicionalmente, haciende el condensador Cy de~

5 tector més requefio que el condeansador CS de almacenamiento,
puede realizarse amplificacion de la informacidén almacenadas.

Aunque el invento ha sido expuesto y descrito par-
ticularmente con referencia a la realizacidn preferida del
misme, se entendera por les expertos en la técnica gue pue-

10 den hacerse diverses cambios en la formg Vv detalles del apa-
rato y del métode sin apartarse de la esencia y campo del
invento y que el metodo no estd restringido de ningén mo-
do por el aparate.

La presente solicitud, que corresponde a la presen~

15 tada en Estados Unides de América, el 1 de Octubre de 1971,

"bajo el N2 185.604, se acoge a los beneficios del Articulo
51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrisl.

2C

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencion propla y nueva, que se pre-

25 sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente

3.11.72 - 20 -~
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26.3.75

de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los que se
recogen en lag reivindicaciones siguientes:

12.- Una disposicidn de circuito para trans-
ferir una carga almacenada desde un condensador de al-
macenamiento a un condensador de medida por intermedio
de una linea de transferencia que tiene capacidades pa-
rdsitas asociadas con la misma, que comprende: medios
para establecer una tensidn de referencia sobre una 1i-
nea de transferencia para precargar cualesguiera capaci
dades parésités asociadas con la linea para impedir la
degradacidn de la carga almacenada en la linea durante
la transferencia a través de la linea a un dispositivo
de medida, medios para acoplar un condensador de alma-
cenamiento a la linea para permitir la igualacidn de
carge entre la linea y el condensador de almacenamien-
to, medios para reponer la tensidn de referencia sobre
la linea de transferencia desde un condensador de medi-
da, y medios para medir la carga que queda sobre dicho
condensador de medida.

22,~ Una disposicidn segin la reivindicacidn
12, en la que las pérdidas debidas a la capacidad pard-
sita asociada con la linea de transferencia son despre-
ciables y que comprende: un sistema de almacenamiento
de carga, un sistema detector de carga, una linea de

transferencia que tiene una capacidad distribuida aso-'
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ciada con ella, que une el sistema de almacenamiento y
el sistema detector, medios que cargan el sistemsa detec-
tor y la capacidad de la linea de transfsrencia a una
tensidn de referencia, medios para desacoplar el siste-
ma detector de la linea de transferencia, medios para
conectar el sistema de almacenamiento de carga a la li-
nea de transferencia para hacer subir el nivel de tensidn
del sistema de almacenamiento hacia la tensidn de refe-
rencia mediante transferencia de carga desde la capaci-
dad de la linea al sistema de almacenamiento, medios pa-
ra transferir carga desde el sistema detector a la capa-
cidad de linea para volver a llevar a la capacidad de
linea a la tensidn de referencia de modo que la tensidn
remanente sobre el sistema detector es equivalente al
estado original de carga en el sistema de almacenaniento.

32,.- Una disposicidn segin la reivindicacidn
28, en la que dicho sistema de almacenamiento de carga
es la capacidad del electrodo de entrada con respecto a
masa de un transistor de efecto de campo.

42,~ Una disposicidn segin la reivindicacidn
32, en la que dichos medios de acoplamiento estdn cons-
tituidos por un transistor de efecto de campo.

g,~ Una disposicidn seglin la reivindicacidn

48, en la que los medios para transferir carga desde el

condensador detector a la capacidad de linea estdn cons-—
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tituldos por un transistor deé efecto de campo.

62.- Una disposicidn segin la reivindicacidn
lg2, en la que se desprecia la magnitud de cualquier ca-—
pacidad distribuida presente sobre la linea de transfe-
rencia y que comprende: un sistema de almacenamiento
de carga, una linea de transferencia y un circuito de
transferencia de carga, comprendiendo dicho circuito de
transferencia un primer transistor conectado a la linea
de transferencia, a una primera fuente de tensidn a tra~
vés de un condensador detector y un segundo transistor,
a medios para detectar la tensidn sobre el condensador
detector y a una segunda fuente de tensidn a través de
un tercer transistor.

2,~ Una disposicidn de circuito para trans—
ferir una carga &lmacenada desde un condensador de al-
macenamiento a un condensador de medida.

Tal y como se ha descrito en la liemoria que an
tecede, representado en los dibujos que se acompafien y
con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintitres hojas escri
tas a maguina por una sola cara.
39 AR, 1975

¥adrid,

Alberio Ge midus
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